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Siemens Transistor BF184 Datasheet

BF 184, BF 185

NPN-Hochfrequenz-Transistoren

BF 184, BF 185 sind epitaktisch doppeltdiffundierte NPN-Silizium-Hochfrequenz-
Transistoren in Planar-Technik im Gehause 18 A 4 DIN 41876 (TO-72). Die An-
schlissa sind vorm Gehause elektrisch isoliert.

BF 184: Zum Einsatz in Vor- und Mischstufen im Kurz-, Mittel- und Langwellen-
bereich in AM- und FM-ZF-Verstirkern in Rundfunkempfangern, sowie in Ton-
ZF-Verstérkern in Fernsehgeraten.

BF 185: Zum Einsatz in Vor- und Mischstufen bis in den UKW-Bereich.

Typ | Bestellnummer
BF 184 Q60206-X184
BF 185 Q80208-X185
Grenzdaten

| BF 184 BF 186
Kollektor-Basis-Spannung Ucgo 30 30 v
Kollektor-Emitter-Spannung Ucen 20 20 v
Emitter- Basis-Spannung Ueas ] 5 W
Kollektorstrom I 30 30 md,
Basisstrom Iy 1 1 b,
Sperrschichttemperatur T 176 176 “C
Lagertemperatur Ts =G5 his +176 | =65 bis +176| °C
Gesamtverlustleistung Prot 145 145 mW
Warmewiderstand
Kollektorsperrschicht — Luft Rewau | = 900 | =900 | grd /W
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BF 184, BF 185

Statische Kenndaten (7Ty = 26 °C)

Gleichstromverstarkung:
(Uce =10V; I =1 mA)
Basisstrom:

(Ueg =10V: I =1 mA)
Basis-Emitterspannung')
(Uge = 10V: Iz =1 mA)
(Uee = 2V: Iz = 20 mA)

Dynamische Kenndaten (7, = 26°C)

Transitfrequenz;
(Ueg =10V; I =1 ma)

Mischrauschmal: (Uep = 10 V;

Ie =1 mA;f = 200 kHz;
Ra = 1670 Q)

(Uge =10V Ip = 1 mA;
f=1MHz: Rg = 830 0)

Rauschmal: (e = 10 V;

I. =1 maA; f = 200 kHz;
Ry =200 Q)

(Uge =10V Iz =1 mA;
f=1MHz; Rg =50 Q)

(Uee =10V Iz = 1 mA;

f =100 MHz; Az = 100 Q)

Rickwirkungskapazitat
{U,;-E =10 "l'r_' f,: =1 ITIA.'
f = 450 kHz)

Y dllgg/dT*C = =17 mVfgrd

BF 184 BF 185

B 116(76bis7560)| 67 (34 bis 140)

Ig 1.3 bis13.6 7 bis 30 TP

Uge 0.65bis0.74 | 065 bis074 | V

Uge =1 =1 W

F 2% 300 220 MHz

Fc 3 — dB

Fc 2 — dB

F — 2 dB

F — 3.5 dB

F —_ 4.0 dB
—Ciae 0,66 (=0.9) 065(=09) | pF
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Siemens Transistor BF184 Datasheet

BF 184, BF 185

Dynamische Kenndaten (7y = 26°C)

BF 184: Vierpolgrofen gemessen bei einem Abstand von 3 mm zwischen MeaB-
fassung und Transistorgehauseboden.

Arbeitspunkt: (Uee = 10V: Ie = 1 mA: f = 450 kHz)

G11a = 0.3 mS I ¥121 = 1.8pS I V2141 = 35 mS G224 = 4uS
by = 6B pS —Pyas = 20° Paye =07 by = 4,25 pS
C'I'ID =123 PF sz. =15 pF
Ueg =10V, Iz =1 mA, f = 10,7 MHz:

110 = 0.45 mS | Wiz !l = 44 uS | ¥310 ! = 36 mS Faae = 5.5 pusS
Byge =1.55mS  —pyz, = 80° s =5° baze =100usS
Cr1a = 23 pF Cype =15pF
Uge =10V, I =1 mA, f= 36 MHz:

G11e = 0.BBmS V1201 = 1405  lyz,l =34 mS G220 =6uS
byye =42 mS —Pi2s = 30° ~p21s = 16° baze =330uS
cﬂ- =18 pF sz. =158 pF

BF 185: VierpolgréBen gemessen bei einem Abstand von 3 mm zwischen MeB-
fassung und Transistorgehduseboden.

Arbeitspunkt; (Uee = 10V: Iz = 1 mA: £ = 4560 kHz)

Gi1a = 0.5 m3 lyy2e1 = 1.8 25 | ¥390 ] = 36 mS Fose = 4puS
byje =75 pS ~P12a = 90° Pne =07 bz =425uS
1o = 27 pF Caza = 1.5 pF
Upge = 10V. I =1 mA, f = 10,7 MHz:

F11o = 0,66 mS | Wize | = 44 5 | ¥z141 = 35 mS Jaze = 4.5 S
By1e = 1.85 mS —Fiza = Bﬂv Faia T B* bzz- =100 H’S
Cire = 27 F Cz2 =1.5pF
Uep =10V, Iz = 1 mA, f = 35 MHz:

P11e = 1,1 mS | ¥y20 1 = 140 S 1 ¥aqqe | = 34 m5 a2 = 5 pS
byqs = 4.85mS3 —p12e = 907 —Pa1e = 16° bgg, = 330pS
Ci1a = 22 pF Coze = 1.6pF
Uee =10V, I =1 mA; f =100 MHz:

T11e = G mS | ¥ige | = 380 pS [ ¥2101 = 33 mS Paze = 1205
by =132 m5 —Pyge = 95° —Pare = 30° byae =095 m3
'C-”,u =2 PF C:z- =15 pF
Ueg = 10V: =Iz = 1 mA; f = 100 MHz:

Gy = 33 M5 | yyan | = 220 8 I Y211 = 33 m3 Gazs = 1215
=byypy =3.5mS  —ga =877 w2 = 1507 by =0.95mS5
=Ly = 5.6 pF Caop =1.5pF
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BF 184, BF 185

Temperaturabhangigkait der
ruléssigen Gesamtvarlusteistung
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Ausgangskennlinien I = F (L)
Iy = Parameter
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Siemens Transistor BF184 Datasheet
BF 184, BF 185
Eingangskennlinie Eingangskennlinie
Ig = F{Upg)i Ugg =2V g = F(Uge)i Ugg = 2V
ma BF 184 mA BF 185
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Unterer Streuwert der Frequenzabhangigksit des Rauschana
Kollektor-Emitter- Durchbruchspannung F = f () bei optimaler Anpassung
Uignlcin = f (R5) Ueg =10V Ie = 1 ma: Ty = 26°C
Te=2mA Res 1k T, 2 175°C
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